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Modelos de cargas, jun¢do pn na condi¢do de circuito aberto,
potencial interno da jungdo, jungio pn polarizada, exercicios.

Aula avulsa +
Sedra, Cap. 3
p. 121-126

Teste 08
9h20-9h35

15"
26/05

Distribuicdo de portadores minoritarios na juncio pn diretamente
polarizada. Deducdo elementar da equacio de corrente na juncdo pn,

Capacitancia de difusao, largura da regido de deplecdo da juncido pn

polarizada, capacitancia de deplecdo. a juncdo pn na regido de
ruptura (efeito zener e efeito avalanche), exercicios.

Aula avulsa +
Sedra, Cap. 3
O _] 7K
Sedra, Cap. 3
p. 124-125

Teste 09
9h20-9h35

17" A Juncdo pn na regido de ruptura (efeito zener e efeito avalanche), Sedra, Cap. 3
02/06 eXercicios. p. 128-129

18" Estruturas e simbolos dos transistores bipolares de juncéo, definicio | Sedra, Cap. 5 Teste 10
06/06 | dos modos de operacdo (corte, ativo, saturacdo) do TBJ, operagdo do | p. 235-238 9h20-9h35

transistor npn no modo ativo (polarizacéo e distribuicdo de
portadores minoritarios).

19* Equagdes das correntes no transistor (definicdo do ganho de corrente | Sedra, Cap. 5 Teste 11

13/06 em emissor comum - f - ¢ do ganho de corrente em base comum - p. 239-243. 9h20-9h35
a), modelos de circuitos equivalentes para grandes sinais do
transistor npn operando no modo ativo, exercicios.

20° Andlise cc de circuitos com transistores, exercicios selecionados: Sedra, Cap. 5

16/06 5.1,54,5.10. p. 246 + 264-
269

21 O TBJ como amplificador para pequenos sinais Sedra, Cap. 5, Teste 12

20/06 (as condicdes c.c., a corrente de coletor e a transcondutincia) p. 263-264; 9h20-9h35
modelos equivalentes (modelos n-hibrido e T) p. 275-279.

22¢ Aplicacido dos modelos equivalentes para pequenos sinais, Efeito Sedra, Cap. 5, Teste 13

23/06 | Early. O amplificador emissor comum (EC). O amplificador emissor | p. 290-302 7h30-7h45
comum com resisténcia de emissor
23 Aula de Exercicios a ser agendada fora dos dias de aula
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162 Aula:
As capacitiincias de Difusto e de Deplegiio na jungio pn

Ao final desta aula vocé devera estar apto a:

-Explicar o origem da capacitancia de Difusao
-Determinar o valor da capacitanica de difusao

-Incluir essas capacitanicias no modelo do diodo
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O Diodo Polarizado Diretamente
A Capacitancia de Difusao
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O Diodo Polarizado Diretamente

A Capacitancia de Difusao
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O Diodo Polarizado Reversamente
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O Diodo Polarizado Reversamente
A Capacitancia de Juncao
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O Diodo Polarizado Reversamente

(a capacitéincia de junciio ou de deplectio)
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Charge stored in depletion layer, ¢,
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O Diodo Polarizado Reversamente
(a capacitiincia de junctio ou de deplecdo)
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Na pratica C; = L com m= 1/3al/2
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SIMULADORES
O Diodo fornecendo uma capacitancia controlada

Nem sempre o que é inesperado é ruim. Essa capacitancia que varia com a tensao é Varactor

utilizada nos diodos varactores em varios tipos de circuitos, como osciladores [\'LL
controlados por tensao (voltage controlled oscilators — VCOs).
D

O circuito RLC série abaixo é capaz de sintonizar em uma frequéncia @ = 1/VLC onde ?
o C pode ser controlado por V2:

antena captando
sinais de 11V em
varias frequéncias

https://www.youtube.com/watch?v=mQnsDMMwcok&t=3s
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Diodos Varactores

15 GHz ~ VCO/VCXO
WLAN
Voo
3 GHz -~
Buetootn
UHF/VHF
GPS 0 = —
= 149 BE149A
1 GHz BE184 | | ee1rs eies
UHF 8178 BE18T BBI48
EB8131 BE18Y
300 MHz ~{ Cordless phone RR152 agug
VHE BB147
30 MHz
2V 4v av oV 28V
eS8
antenna
receiver filter LNA filter mixer LOW
~ —D— ~ FREQUENCY
CHIP SET
buffer
vCO

Target Applications

= Voltage Controlled Crystal Oscillators / Temperature Controlled Crystal Oscillators (VCXO/TCXO)
» Voltage Controlled Oscillators (VCO)

# Electronic TV tuning * Satellite and terrestrial Television tuners * DVD recorders

= CDMA Cellular VCO with the BFG425W, BFG410W and Varactor BB142
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Exercicio

3.33 Para uma jungdo pn com &, = 10"7/cm3 e #, = 10'¢/cm* operando em 7 = 300 K,
determine:

(a) o valor de ¢, por unidade de drea da jungdio (um? & uma unidade conveniente) e

(b) (b) a capacitiincia {fpara uma tensto de polarizacdo reversa de 2 V assumindo uma drea de

jundio de 2500 pm?. Considere 7,=1,5"10'"/cm®, m = V2 ¢ o valor de ¥, determinado no
Exercicio 3.13 (4, = 0,728 V).
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O Diodo na Regiao de Ruptura
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Quando | > [ a jungtio se rompe:

Ruptura por Efeito Zener (< 5V): ocorre quando o campo elétrico na camada

de deplectio aumenta até quebrar ligacoes covalentes (pares n-p)

Ruptura por Efeito Avalanche (> 7V): ocorre quando os portadores

minoritdrioos que cruzam a regido de deplectio quebram as ligagoes
#i¢ovalentes, e podem em seguida quebrar outras ligacoes
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O Modelo para o Diodo
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Figura 3.51 The SPICE diode model.
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Exercicio 3.34 (pg 128)

3.34 Um diodo tem #,= 10" /em®, #,=10"/em®, n,= 1,5 " 10'%/cm®,
£,=5um, L, =10 zm, A= 12500 zim’, D, (na regitio /)= 10 cm’/V's, e 2, (na regido p) = 18 cm?/Vs.

0 diodo estd diretamente polarizado e conduzindo uma corrente /=0,1 mA.

Calcule:

(a) £

(b)  Atensto de polarizacto direta V

(c) A componente da corrente devida d injecto de lacunas e aquela devida d injecto de elétrons através da
juncdo

d z,ez,

(e) acarga @,do excesso de lacunas na regido # e a carga &, do excesso de elétrons na regido 4; e a carga
total & de portadores minoritdrios armazenada, e o tempo de triinsito 7

() A capacitiincia de difusdo.

Resp. (a) 27105 A; (b) 0,616 V; (c) 91,7 LA, 8,3 A; (d) 25 ns, 55,6 ns;
(e) 2,29 pC, 0,46 pC, 2,75 pC, 27,5 pC; (f) 110 pF
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